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요약

제조 공정수를 감소시키고, 시야각은 향상시킨 광 시야각 액정표시장치 및 이의 제조 방법이 개시되어 있다. 제 1 패

턴 마스크로 채널층을 형성하고, 제 2 패턴 마스크로 제 1 신호선 및 공통 전극을 형성하고, 제 3 패턴 마스크로 제 1 

신호선 및 공통 전극을 덮는 층간 절연막을 패터닝하여 콘택홀을 형성하고, 제 4 패턴 마스크로 층간 절연막 상면에 

제 2 신호선 및 공통 전극과 수평전계가 형성되는 화소 전극을 형성하여 액정표시장치의 제 1 기판을 제조한다. 제 1 

기판은 제 2 기판과 어셈블리 되고, 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에 액정을 배치한다. 이로써, 액정표시장치의 시야각

은 크게 향상시키고, 제조 공정수는 크게 감소시킨다.
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도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일실시예에 의한 광 시야각 액정표시장치를 도시한 개념도이다.

도 2에는 본 발명의 일실시예에 의한 제 1 기판을 도시한 개념도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예를 도시한 광 시야각 액정표시장치의 개념도이다.

도 4a는 본 발명의 일실시예에 의한 광 시야각 액정표시장치의 제 1 기판에 형성된 채널층을 형성한 것을 도시한 공

정도이다.

도 4b는 도 4a의 A-A 단면도이다.

도 4c는 본 발명의 일실시예에 의한 광 시야각 액정표시장치의 제 1 기판에 제 1 신호선 및 공통 전극이 형성된 것을 

도시한 개념도이다.

도 4d는 도 4c의 B-B 단면도이다.

도 4e는 본 발명의 일실시예에 의하여 각 고농도 이온 주입 영역에 콘택홀이 형성된 것을 도시한 공정도이다.

도 4f는 도 4e의 C-C 단면도이다.

도 4g는 본 발명의 일실시예에 의하여 제 2 신호선 및 화소 전극이 형성된 것을 도시한 공정도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 광 시야각 액정표시장치 및 이의 제조 방법에 관한 것으로, 특히 광 시야각으로 영상을 디스플레이 및 이를

구현하는데 필요한 공정수를 감소시킨 광 시야각 액정표시장치 및 이의 제조 방법에 관한 것이다.

액정표시장치(Liquid Crystal Display device, LCD)는 액정(Liquid Crystal, LC)으로 정보를 디스플레이 하는 평판 

표시장치(flat display device)의 하나이다. 이때, 액정은 전계에 따라서 배열이 변경되고, 배열에 따라서 광투과도(tr

ansmissive index)가 변경되는 특징을 갖는다.

이와 같은 액정표시장치는 동일한 스크린 크기를 갖는 다른 디스플레이 장치, 예를 들면, CRT 방식 디스플레이 장치

에 비하여 무게가 가볍고, 부피가 작은 장점을 갖는다. 반면, 액정표시장치에서 발생한 영상은 CRT 방식 디스플레이 

장치에 비하여 사용자가 영상을 보는 방향에 따라서 영상이 왜곡 또는 반전된다. 즉, 액정표시장치는 시야각(viewing

angle)이 CRT 방식 디스플레이 장치에 비하여 매우 나쁜 단점을 함께 갖는다.

이와 같은 문제점은 액정표시장치가 액정을 사용하기 때문에 발생하며, 특히, 액정표시장치에 트위스트 네마틱(Twis

t Nematic, TN) 액정 또는 슈퍼 트위스트 네마틱(Super Twist Nematic, STN) 등의 액정이 사용될 때 빈번하게 발

생한다.

최근에는 액정표시장치의 장점은 부각하고, 시야각은 크게 향상시킨 액정표 시장치가 개발된 바 있다. 이와 같은 액

정표시장치는 VA(Vertical Alignment) 타입 액정표시장치라 불린다. VA 타입 액정표시장치는 마주보는 두 개의 전

극에 대하여 수직 배열되는 액정을 사용한 액정표시장치이다.

VA 타입 액정표시장치는 시야각을 넓히기 위해서 다시 PVA(Patterned Vertical Alignment) 타입 액정표시장치 및 

MVA(Massive Vertical Alignment) 타입 액정표시장치로 나뉜다.

PVA 타입 액정표시장치는 공통전극(common electrode)으로 사용되는 투명전극을 나뭇가지 형상으로 패터닝하여 

액정이 패터닝된 투명전극에 의하여 서로 다른 방향으로 배열되도록 하여 시야각을 크게 향상시킨다.
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MVA 타입 액정표시장치는 배향막(orientation film)에 돌기 형태를 추가한다. 배향막에 형성된 돌기는 자기장의 방

향을 변경시켜 액정이 돌기에 의하여 서로 다른 방향으로 배열되도록 하여 시야각을 크게 향상시킨다.

그러나, 종래 PVA 타입 액정표시장치는 시야각을 향상시키기 위해서 투명전극을 패터닝해야 하는 공정이 추가되고, 

MVA 타입 액정표시장치는 배향막에 돌기를 추가하는 공정이 추가되기 때문에 시야각이 향상되는 대신 제조 공정수

가 증가하는 또 다른 문제점을 갖는다.

한편, 최근에는 액정표시장치의 시야각을 크게 향상시킨 IPS(In-Plane Switching) 타입 액정표시장치가 개발된 바 

있다. 그러나, 종래 IPS 타입 액정표시장치는 시야각이 넓은 대신 제조 공정이 복잡하여 생산성이 크게 저하되는 문제

점을 갖는다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 이와 같은 종래 문제점을 감안한 것으로써, 본 발명의 제 1 목적은 광 시야각으로 영상을 디스플레

이 및 제조 공정수를 크게 감소시킨 광 시야각 액정표시장치를 제공한다.

또한, 본 발명의 제 2 목적은 광 시야각으로 영상을 디스플레이 및 제조 공정수를 크게 감소시킨 광 시야각 액정표시

장치의 제조 방법을 제공한다.

발명의 구성 및 작용

이와 같은 본 발명의 제 1 목적을 구현하기 위하여 본 발명은 채널층, 채널층과 절연되며 채널층을 턴-온 시키기 위한

게이트 전압을 인가하는 제 1 신호선, 제 1 신호선과 동일 레이어에 형성되며 레퍼런스 전압이 인가된 공통 전극, 데

이터 전압을 인가하며 채널층과 연결된 제 2 신호선 및 제 2 신호선과 동일 레이어에 공통 전극과 수평 방향 전계가 

형성되도록 배치되며 채널층에 연결된 화소 전극을 포함하는 제 1 기판, 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판 및 제 1 기

판 및 제 2 기판 사이에 배치된 액정을 포함하는 광 시야각 액정표시장치를 제공한다.

또한, 본 발명의 제 2 목적을 구현하기 위하여 본 발명은 제 1 패턴 마스크를 사용하여 채널층을 형성하는 단계, 제 2 

패턴 마스크를 사용하여 채널층을 턴-온 시키기 위한 게이트 전압을 인가하는 제 1 신호선 및 레퍼런스 전압이 인가

된 공통 전극을 형성하는 단계, 제 1 신호선과 공통 전극을 절연시키며, 제 3 패턴 마스크를 사용하여 채널층에 제 1 

콘택홀 및 제 2 콘택홀이 형성된 층간 절연막을 형성하는 단계, 제 4 패턴 마스크를 사용하여 제 1 콘택홀을 통하여 

채널층에 데이터 전압을 인가하는 제 2 신호선 및 공통 전극과 수평 방향 전계가 형성되도록 제 2 콘택홀을 통하여 채

널층에 연결된 화소 전극을 형성하는 제 1 기판 제조 단계, 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판을 제조하는 단계 및 제 1 

기판 및 제 2 기판 사이에 액정을 배치하는 단계를 포함하는 것을 광 시야각 액정표시장치의 제조 방법을 제공한다.

본 발명에 의하면 4 매의 패턴 마스크를 사용하여 LDD(Lightly doped drain) 구조를 갖으면서 광 시야각을 구현할 

수 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하고자 한다.

도 1은 본 발명의 일실시예에 의한 광 시야각 액정표시장치를 도시한 개념도이다.

도 1을 참조하면, 광 시야각 액정표시장치(400)는 전체적으로 보아 제 1 기판(100), 제 2 기판(200) 및 액정(300)을 

포함한다.

도 2에는 본 발명의 일실시예에 의한 제 1 기판을 도시한 개념도이다.

도 2를 참조하면, 제 1 기판(100)은 채널층(110), 제 1 신호선(120), 공통 전극(130), 제 2 신호선(140) 및 화소 전극

(150)을 포함한다.

구체적으로, 채널층(110)은 외부에서 가해진 전계가 없으면 부도체 특성을 갖고, 외부에서 전계가 가해지면 도체 특

성을 갖는다. 이를 구현하기 위해서, 채널층(110)은 비정질 실리콘(amophous silicon) 또는 다결정 실리콘(poly silic

on)으로 구성된다. 또한, 채널층(110)은 해상도에 적합한 개수로 형성된다. 예를 들면, 도 1에 도시된 광 시야각 액정

표시장치(400)의 해상도가 1024 ×68일 경우, 채널층(110)은 1024 ×768 ×3 개가 형성된다. 바람직하게 채널층(11

0)은 매트릭스 형태로 배치된다.
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제 1 신호선(120)은 채널층(110)을 부도체에서 도체로 턴-온(turn-on) 또는 도체에서 부도체로 턴-오프(turn-off) 

시키고, 이를 구현하기 위해 제 1 신호선(120)은 채널층(110)과 연결되고, 전압이 인가된다. 이하, 채널층(110)에 인

가되는 전압을 게이트 전압(gate voltage, V g )라 칭하기로 한다. 제 1 신호선(120)의 일부는 채널층(110)의 상면으

로 연장 또는 채널층(110)의 하부로 연장된다.

공통 전극(130)은 제 1 신호선(120)과 절연된 상태로 제 1 신호선(120)과 동일한 레이어(layer)에 형성되며, 외부로

부터 레퍼런스 전압(reference voltage, V ref )을 인가 받는다. 바람직하게 공통 전극(130)은 도 2에 도면부호 160

으로 도시된 픽셀 영역에서 나뭇가지처럼 복수개로 분기된다. 공통 전극(130) 중 복수개로 분기된 부분을 제 1 분기 

라인이라 칭하기로 하며, 도면부호 135를 부여하기로 한다.

제 2 신호선(140)은 채널층(110)에 연결된다. 이때, 제 1 신호선(120) 및 제 2 신호선(140)은 상호 절연된다. 제 2 신

호선(140)은 채널층(110)에 데이터 전압(data voltage, V d )을 인가한다.

화소 전극(150)은 채널층(110)에 연결된다. 이때, 화소 전극(150) 중 채널층(110)에 연결된 부분 및 제 2 신호선(140

) 중 채널층(110)에 연결된 부분은 상호 소정 거리 이격되며, 그 사이에는 앞서 설명한 제 1 신호선(120)으로부터 연 

장된 부분이 배치된다. 화소 전극(150) 중 픽셀 영역(160)에 포함된 부분은 공통 전극(130)의 제 1 분기 라인(135) 

사이로 분기되어 배치된다. 이하, 화소 전극(150) 중 제 1 분기 라인(135)의 사이로 분기되어 배치된 부분을 제 2 분

기 라인이라 칭하기로 하며, 도면부호 155를 부여하기로 한다.

도 1을 다시 참조하면, 제 2 기판(200)은 도시되지 않은 컬러필터를 포함한다. 제 2 기판(200)은 제 1 기판(100)의 

채널층(110)과 마주보도록 겹쳐져 어셈블리 된다.

도 3은 본 발명의 일실시예를 도시한 광 시야각 액정표시장치의 개념도이다.

도 3을 참조하면, 광 시야각 액정표시장치(400)는 다시 제 1 기판(100), 제 2 기판(200) 및 액정(300)으로 구성된다.

제 1 기판(100)은 제 1 투명 기판(101)에 형성된 채널층(110), 제 1 신호선(120), 공통 전극(130), 제 2 신호선(140) 

및 화소 전극(150)으로 구성된다.

채널층(110)은 아몰퍼스 실리콘을 레이저 결정화 방법에 의하여 결정화한 폴리 실리콘이 사용된다. 채널층(110)의 

외곽에는 띠 형상으로 고농도 이온 도핑 영역(112)이 형성되며, 고농도 이온 도핑 영역(112)으로부터 소정 거리 오프

셋 된 곳까지 저농도 이온 도핑 영역(114)이 형성된다.

고농도 이온 도핑 영역(112) 및 저농도 이온 도핑 영역(114)이 형성된 채널층(110)은 절연막(115)에 의하여 절연된

다.

제 1 신호선(120)은 절연막(115)의 상면에 형성된다. 제 1 신호선(120)은 채널층(110)을 부도체에서 도체로 턴-온 

또는 도체에서 부도체로 턴-오프 시키는 게 이트 전압이 인가되도록 한다. 이를 구현하기 위해 제 1 신호선(120)의 

일부는 채널층(110)의 상면으로 연장된다. 제 1 신호선(120)으로부터 연장된 부분은 채널층(110) 중 저농도 이온 도

핑 영역(114)의 안쪽에 위치한다.

공통 전극(130)은 제 1 신호선(120)과 동일하게 절연막(115)의 상면에 형성된다. 공통 전극(130)은 도면부호 160으

로 도시된 픽셀 영역의 내부에 형성되며, 적어도 1 개의 제 1 분기 라인(135)을 갖는다.

제 1 신호선(120) 및 공통 전극(130)은 다시 층간 절연막(132)에 의하여 절연되며, 층간 절연막(132)에는 채널층(11

0)에 형성된 고농도 이온 도핑 영역(112)을 노출시키는 제 1 콘택홀(132a) 및 제 2 콘택홀(132b)이 형성된다.

제 2 신호선(140)은 층간 절연막(132)의 상면에 형성되며, 도면부호 132a로 도시된 제 1 콘택홀을 통하여 채널층(11

0)의 고농도 이온 도핑 영역(112)에 연결된다. 제 2 신호선(140)은 영상 신호에 대응하는 데이터 전압이 인가된다.

한편, 화소 전극(150)은 층간 절연막(132)의 상면에 제 2 신호선(140)과 함께 형성되며, 도면부호 132b로 도시된 제 

2 콘택홀을 통하여 채널층(110)의 고농도 이온 도핑 영역(112)에 연결된다. 화소 전극(150)의 일부는 앞서 설명한 공

통 전극(130)의 제 1 분기 라인(135)의 사이사이로 연장된다. 제 1 분기 라인(135)의 사이사이로 연장된 화소 전극(1

50)은 제 2 분기 라인으로 칭하며, 도면부호 155를 부여하기로 한다.

화소 전극(150)이 제 1 분기 라인(135)의 사이에 배치됨에 따라 화소 전극(150) 및 공통 전극(130)에 전압이 인가될 

경우, 화소 전극(150) 및 공통 전극(130)의 사이에서는 수평 방향 전계가 형성된다.
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층간 절연막(132)에는 화소 전극(150) 및 제 2 신호선(140)을 덮어 절연하기 위한 또 다른 절연막(145)이 형성된다.

이하, 이와 같은 구성을 갖는 광 시야각 액정표시장치를 제조하는 방법을 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 

같다.

도 4a는 본 발명의 일실시예에 의한 광 시야각 액정표시장치의 제 1 기판에 형성된 채널층을 형성한 것을 도시한 공

정도이다. 도 4b는 도 4a의 A-A 단면도이다.

도 4a 또는 도 4b를 참조하면, 제 1 투명 기판(101)에는 채널층(110)이 형성된다. 채널층(110)은 아몰퍼스 실리콘 박

막을 레이저 결정화 방법에 의하여 폴리 아몰퍼스 실리콘 박막으로 변경한 후 폴리 실리콘 박막을 패터닝하여 형성한

다.

폴리 실리콘 박막에는 포토레지스트 박막이 덮이고 포토레지스트 박막은 제 1 패턴 마스크에 의하여 패터닝되어, 도 

4a에 도시된 바와 같이 제 1 투명 기판(101)에는 채널층(110)이 형성된다. 도 4b에 도시된 바와 같이 채널층(110)의 

상면에는 절연막(115)이 형성된다.

도 4c는 본 발명의 일실시예에 의한 광 시야각 액정표시장치의 제 1 기판에 제 1 신호선 및 공통 전극이 형성된 것을 

도시한 개념도이다. 도 4d는 도 4c의 B-B 단면도이다.

도 4c 또는 도 4d를 참조하면, 절연막(115)의 상면에는 전면적에 걸쳐 게이트 메탈 박막이 증착된다. 게이트 메탈 박

막의 상면에는 포토레지스트 박막이 도포 되고, 포토레지스트 박막은 제 2 패턴 마스크에 의하여 패터닝되어 제 1 신

호선(120) 및 공통 전극(130)이 형성된다.

제 1 신호선(120)은 채널층(110)과 인접한 곳으로부터 X 축 방향으로 뻗도록 패터닝되며, 제 1 신호선(120)의 일부

는 Y 축 방향으로 연장되어 채널층(110)의 상면까지 연장된다. 제 1 신호선(120)으로부터 연장된 일부에 도면부호 1

25를 부여하기로 한다. 이때, 채널층(110)의 상면가지 연장된 제 1 신호선(120)에는 널리 알려진 LDD(Lightly Dope

d drain) 구조를 형성하기 위한 이온 마스크(미도시)가 남게 된다. 이온 마스크는 채널층(110)의 면적보다는 작게 형

성된다.

한편, 공통 전극(130)은 제 1 신호선(120)과 평행한 X 축 방향으로 뻗도록 패터닝된다. 이때, 채널층(110)은 공통 전

극(130)과 제 1 신호선(120) 사이에 배치된다. 공통 전극(130)의 일부는 일정 간격으로 복수개가 다시 Y 축 방향으로

뻗어 제 1 분기 라인(135)을 이룬다. 이때, 분기 라인(135)은 제 1 신호선(120)을 향하는 방향으로 뻗는다.

이어서, 제 1 투명 기판(101)의 전면적에 걸쳐 불순물 고농도 이온 주입 공정이 수행된다. 따라서, 채널층(110) 중 이

온 마스크(미도시)에 의하여 덮이지 않은 부분에는 불순물이 고농도 이온 주입되어 고농도 이온 주입 영역(112)이 형

성된다. 이어서, 이온 마스크는 스트립 되고, 채널층(110)의 전면적에 걸쳐 불순물이 저농도 이온 주입되어 저농도 이

온 주입 영역(114)이 형성된다. 즉, 채널층(110)에는 채널층(110)의 외곽을 따라서 띠 형상으로 고농도 이온 주입 영

역(112)이 형성되고, 고농도 이온 주입 영역(112)의 안쪽으로는 띠 형상을 갖는 저농도 이온 주입 영역(114)이 형성

된다.

도 4e는 본 발명의 일실시예에 의하여 각 고농도 이온 주입 영역에 콘택홀이 형성된 것을 도시한 공정도이다. 도 4f는

도 4e의 C-C 단면도이다.

도 4e 또는 도 4f를 참조하면, 제 1 투명 기판(101)에는 제 1 신호선(120) 및 공통 전극(130)이 덮이도록 전면적에 

걸쳐 층간 절연막(132)이 형성된다.

층간 절연막(132)이 형성된 후, 층간 절연막(132)에는 제 3 패턴 마스크를 이용하여 고농도 이온 주입 영역(112)을 

개구시키는 제 1 콘택홀(132a) 및 제 2 콘택홀(132b)이 형성된다. 제 1 콘택홀(132a) 및 제 2 콘택홀(132b)은 제 1 

신호선(120)으로부터 연장된 부분(125)의 양쪽에 형성된다.

층간 절연막(132)에 제 1 콘택홀(132a) 및 제 2 콘택홀(132b)을 형성하는 도중 층간 절연막(132)의 하부에 배치된 

절연막(115)에도 콘택홀이 함께 형성된다. 따라서, 고농도 이온 주입 영역(112)은 외부에 대하여 노출된 형상을 갖는

다.

도 4g는 본 발명의 일실시예에 의하여 제 2 신호선 및 화소 전극이 형성된 것을 도시한 공정도이다.

도 3 또는 도 4g를 참조하면, 층간 절연막(132)의 상면에는 메탈 박막이 증착된다. 메탈 박막은 제 4 패턴 마스크에 

의하여 패터닝되어 제 2 신호선(140) 및 화소 전극(150)이 함께 형성된다.
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제 2 신호선(140)은 제 1 신호선(120)과 수직 방향인 Y 축 방향으로 형성되고, 제 2 신호선(140)의 일부는 제 2 신호

선(140)으로부터 상기 제 1 신호선(120)과 평행한 방향으로 연장되어 도면부호 132a로 도시된 제 1 콘택홀에 연결

된다. 제 2 신호선(140)의 일부는 제 1 콘택홀(132a)에 의하여 채널층(110) 중 고농도 이온 도핑 영역(112)에 콘택 

된다.

화소 전극(150)은 제 2 신호선(140)을 형성하는 과정에서 함께 형성된다. 화소 전극(150)의 일부는 제 1 신호선(120

)과 평행한 방향으로 형성되며, 도면부호 132b로 도시된 제 2 콘택홀에 콘택 된다. 화소 전극(150)의 나머지는 복수

개로 분기되어 제 2 분기 라인(155)을 이룬다. 제 2 분기 라인(155)은 다시 공통 전극(130)의 제 1 분기 라인(135)의 

사이로 연장된다. 따라서, 제 1 분기 라인(135) 및 제 2 분기 라인(155) 사이에서는 수평 전계가 형성된다.

도 3을 다시 참조하면, 제 2 기판(200)에는 컬러필터가 형성되고, 제 1 기판(100) 및 제 2 기판(200)은 상호 오버랩 

되고, 제 1 기판(100) 및 제 2 기판(200) 사이에는 액정(300)이 주입되어 광 시야각 액정표시장치(400)가 제조된다.

발명의 효과

이상에서 상세하게 설명한 바에 의하면, 액정표시장치를 제조하는데 필요한 제조 공정수를 크게 감소시키고, 액정표

시장치의 시야각 특성을 크게 향상시켜 고품질 디스플레이를 수행할 수 있도록 하는 효과를 갖는다.

앞서 설명한 본 발명의 상세한 설명에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙

련된 당업자 또는 해당 기술분야에 통상의 지식을 갖는 자라면 후술될 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기

술 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
채널층, 상기 채널층과 절연되며 상기 채널층을 턴-온 시키기 위한 게이트 전압을 인가하는 제 1 신호선, 상기 제 1 

신호선과 동일 레이어에 형성되며 레퍼런스 전압이 인가된 공통 전극, 데이터 전압을 인가하며 상기 채널층과 연결된

제 2 신호선 및 상기 제 2 신호선과 동일 레이어에 상기 공통 전극과 수평 방향 전계가 형성되도록 배치되며 상기 채

널층에 연결된 화소 전극을 포함하는 제 1 기판;

상기 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판; 및

상기 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에 배치된 액정을 포함하는 것을 특징으로 하는 광 시야각 액정표시장치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 채널층은 상기 제 1 신호선의 하부에 배치된 것을 특징으로 하는 광 시야각 액정표시장치.

청구항 3.
제 2 항에 있어서, 상기 채널층은 다결정 실리콘인 것을 특징으로 하는 광 시야각 액정표시장치.

청구항 4.
제 1 패턴 마스크를 사용하여 채널층을 형성하는 단계;

제 2 패턴 마스크를 사용하여 상기 채널층을 턴-온 시키기 위한 게이트 전압을 인가하는 제 1 신호선 및 레퍼런스 전

압이 인가된 공통 전극을 형성하는 단계;

상기 제 1 신호선과 공통 전극을 절연시키며, 제 3 패턴 마스크를 사용하여 상기 채널층에 제 1 콘택홀 및 제 2 콘택

홀이 형성된 층간 절연막을 형성하는 단계;

제 4 패턴 마스크를 사용하여 상기 제 1 콘택홀을 통하여 상기 채널층에 데이터 전압을 인가하는 제 2 신호선 및 상기

공통 전극과 수평 방향 전계가 형성되도록 상기 제 2 콘택홀을 통하여 상기 채널층에 연결된 화소 전극을 형성하는 제

1 기판 제조 단계;

상기 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판을 제조하는 단계; 및
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상기 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에 액정을 배치하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 시야각 액정표시장치의

제조 방법.

청구항 5.
제 4 항에 있어서, 상기 채널층을 형성하는 단계는 상기 투명 기판에 아몰퍼스 실리콘 박막을 형성하는 단계;

상기 아몰퍼스 실리콘 박막을 상기 제 1 패턴 마스크로 패터닝하여 아몰퍼스 실리콘 패턴을 형성하는 단계; 및

상기 아몰퍼스 실리콘 패턴을 다결정 실리콘으로 변경시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 시야각 액정표

시장치의 제조 방법.

청구항 6.
제 5 항에 있어서, 상기 층간 절연막을 형성하는 단계 이전에는 상기 채널층 중 상기 제 1 신호선에 의하여 가려지지 

않는 부분에 불순물을 주입하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광 시야각 액정표시장치의 제조 방법.
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专利名称(译) 宽视角液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020040071521A 公开(公告)日 2004-08-12

申请号 KR1020030007538 申请日 2003-02-06

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 CHOI PILMO
최필모
YI CHUNG
이청
CHUNG UIJIN
정의진
KIM DEOKHOI
김덕회
KWAN WOOKJUNG
정관욱

发明人 최필모
이청
정의진
김덕회
정관욱

IPC分类号 G02F1/1343

代理人(译) PARK，YOUNG WOO

外部链接 Espacenet

摘要(译)

公开了一种宽视角液晶显示装置及其制造方法，其中减少了制造工艺的
数量并改善了视角。形成具有第一图案掩模的沟道层，形成第一信号线
和具有第二图案掩模的公共电极，用第三图案掩模图案化覆盖第一信号
线和公共电极的层间绝缘膜以形成接触孔，并且形成其上通过第四图案
掩模在层间绝缘膜的上表面上形成第二信号线和公共电极以及水平电场
的像素电极，以制造液晶显示装置的第一基板。第一基板与第二基板组
装，液晶设置在第一基板和第二基板之间。结果，大大提高了液晶显示
装置的视角，并且大大减少了制造步骤的数量。 3 指数方面 液晶显示，
宽视角

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/bbce2666-965e-4014-ab96-d398aabe0e7c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037359407/publication/KR20040071521A?q=KR20040071521A

